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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 30 063.5-33

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des
Richters Maile

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung DE 103 30 063.5-33 wurde 3. Juli 2003 mit der Bezeich-
nung "Verfahren zur Strukturierung und Integration organischer Schichten unter
Schutz" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.
Im Prifungsverfahren wurde zum Stand der Technik die Druckschrift

D1 US 6 331356B1

ermittelt.

Die Anmelderin hat mit ihrer ursprtinglichen Anmeldung noch auf die Druckschrif-

ten

D2 WO 99/30432 Al und

D3 G.H. Gelinck et al. in Applied Physics Letters 2000, Seite 1487 ff.
hingewiesen.

Mit Beschluss vom 25. Februar 2005 (zugestellt am 23. Marz 2005) hat die Pru-
fungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts fur Klasse HO1L die Anmel-
dung zuriickgewiesen, weil der Gegenstand gemaf den damaligen Patentanspru-
chen gegenuber der Druckschrift D1 nicht neu sei.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
21. April 2005 - per FAX am gleichen Tag eingegangen. Mit der Beschwerde reicht
die Beschwerdefuhrerin neue Patentanspruche 1 bis 12 gemal? Hauptantrag und

gemal Hilfsantrag ein.

Zur mundlichen Verhandlung am 30. Juli 2009 ist die ordnungsgemal geladene

Beschwerdefihrerin, wie mit Schriftsatz vom 27. Juli 2009 angekundigt, nicht er-

schienen.

Schriftsétzlich beantragt die Beschwerdeflhrerin mit inrem Beschwerdeschriftsatz,
den Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse HO1L des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2005 aufzuheben und
das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom
21. April 2005, urspriingliche Beschreibungsseiten 1 bis 12 und
urspringliche 1 Blatt Zeichnungen, 5 Figuren.

Hilfsweise beantragt sie,

das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom
21. April 2005, urspriingliche Beschreibungsseiten 1 bis 12 und

ursprungliche 1 Blatt Zeichnungen, 5 Figuren.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:



"1. Verfahren zum elektrischen integrierenden Verbinden von glei-

chen oder verschiedenen organischen Bauelementen einer orga-

nischen Schaltung, wobei eine organische, elektrisch isolierende

Schicht (3) strukturiert wird, mit folgenden Schritten:

- Aufbringen einer strukturierten ersten anorganischen
Schicht (4) auf die unstrukturierte organische elektrisch isolie-
rende Schicht (3), wobei die strukturierte erste anorganische
Schicht (4) als eine Maske fir die Strukturierung der unstruk-
turierten organischen elektrisch isolierenden Schicht (3) dient;

- Strukturieren der unstrukturierten organischen elektrisch
isolierenden Schicht (3) unter Verwendung der Maske, um
eine strukturierte organische elektrisch isolierende Schicht (3)
zu erhalten, die zumindest eine Offnung (6) in Ubereinstim-
mung mit der Maske aufweist;

- gegebenenfalls Entfernen der strukturierten ersten anorgani-
schen Schicht (4);

- Aufbringen einer elektrisch leitfédhigen zweiten anorganischen

Schicht (7) auf die strukturierte erste anorganische Schicht (4)
oder die strukturierte organische, elektrisch isolierende
Schicht (3), wobei die mindestens eine Offnung 6) mit Sub-
stanz der zweiten anorganischen Schicht (7) gefullt wird, wo-
bei eine elektrische Verbindung zwischen zwei Bauelementen
ausgebildet wird; und

- Strukturieren der zweiten anorganischen Schicht (7)."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von Patentanspruch 1
gemald Hauptantrag lediglich dadurch, dass im Merkmal zum zweiten Spiegel-
strich hinter "Strukturieren der unstrukturierten organischen elektrisch isolierenden
Schicht (3)" der Relativsatz



, welche an eine weitere organische Schicht der organischen

Bauelemente angrenzt,”

eingefugt wurde.

Bezuglich der Unteranspriiche 2 bis 12 gemald Haupt- und Hilfsantrag und weite-

rer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Ausweislich der Beschreibung betrifft die vorliegende Anmeldung ein Verfah-
ren zur Integration und zur elektrischen integrierenden Verbindung von gleichen
oder verschiedenen organischen Bauelementen. Insbesondere betrifft sie ein
Verfahren zur Strukturierung von organischen funktionellen Schichten, vorzugs-
weise von organischen Isolatorschichten unter Schutz, d. h. ohne die Gefahr des
Angreifens oder Anlésens der organischen Schicht, vgl. Abschnitt [0001].

Organische integrierte Schaltkreise, die auf organischen Werkstoffen bzw. poly-
meren elektrischen Werkstoffen basieren, eignen sich fur eine wirtschaftliche Her-
stellung von elektrischen und elektronischen Schaltungen in Massenanwendungen
und Wegwerf-Produkten aber auch von hochwertigen Produkten, wie die Ansteue-

rung von organischen Displays, vgl. Abschnitt [0002].

Schaltungen auf Basis organischer Werkstoffe kdnnen hierzu die verschiedensten
organischen Bauteile umfassen, wie Transistoren, Dioden, Detektoren, Konden-
satoren und Widerstéande. Die Integration mehrerer dieser Bauteile zu einer orga-
nischen Schaltung bzw. zu einem organischen integrierten Schaltkreis wirft aller-
dings prinzipielle Probleme auf, die bisher nicht befriedigend geldst worden sind,
vgl. Abschnitt [0003].



Dieses Problem ist ersichtlich, wenn man eine Kontaktierung einer Gate-Elektrode
eines ersten organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) mit der Source-Elektrode
eines zweiten organischen Feldeffekt-Transistors in Betracht zieht. Hierzu missen
organische Isolatorschichten strukturiert werden, ohne dabei unterhalb befindliche
Schichten zu verandern oder zu beschadigen. Die Verwendung von herkdémmli-
cher Photolithographie, die zur Strukturierung von anorganischen Materialien ent-
wickelt wurde und eingesetzt wird, ist nur sehr eingeschrankt moglich, weil die fur
die Photolithographie verwendeten Substanzen und Chemikalien Ublicherweise
die organischen Schichten angreifen bzw. I6sen, so dass deren Eigenschaften
nachteilig beeinflusst werden oder sogar zerstért werden. Dies geschieht insbe-
sondere beim Aufschleudern, Entwickeln und Ablosen des bei Photolithographie
verwendeten Photolacks, vgl. Abschnitt [0005].

Daher liegt der vorliegenden Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das es ermdglicht, organische Schichten,
insbesondere Isolatorschichten, zu strukturieren, ohne dabei diese Schichten oder
weitere Schichten zu schadigen; eine weitere Aufgabe der Anmeldung ist es, ein
Verfahren bereitzustellen, das es ermdglicht, elektrische Verbindungen, insbeson-
dere vertikale elektrische Verbindungen, zwischen verschiedenen organische
Bauteilen einer organischen Schaltung zu erzeugen, insbesondere elektrische
Verbindungen zwischen organischen Transistoren einer organischen Schaltung zu
erzeugen; eine weitere Aufgabe der Anmeldung ist es, ein Verfahren bereitzustel-
len, das es ermdoglicht, verschiedene organische Bauteile in eine organische
Schaltung monolithisch zu integrieren, vgl. Abschnitte [0008] bis [0010].

Diese Teilaufgaben werden jeweils durch die Patentanspriiche 1, 8 und 11 gemafR

Hauptantrag und Hilfsantrag gel6st.

Bei den Lehren der jeweiligen Patentanspriiche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag
kommt es wesentlich darauf an, dass die organische Isolatorschicht (3) mittels ei-

ner Offnung (5) in der anorganischen Schicht (4) strukturiert und anschlieRend



Teile der organischen Isolatorschicht (3) abgetragen werden, um die vertiefte Off-

nung (6) mit der weiteren anorganischen Schicht (7) aufzufullen.

2) Das Merkmal zum vierten Spiegelstrich des Patentanspruchs 1 nach Haupt-
und Hilfsantrag, dem zufolge eine elektrisch leitfdhige zweite anorganische
Schicht (7) auf die vorher behandelten organischen Bauelemente aufgebracht

wird, ist ursprtinglich nicht offenbart, weil durch diese Fassung auch urspringlich
nicht offenbarte ITO-Schichten oder dotierte Poly-Siliziumschichten mitumfasst
sind. Urspriunglich sind lediglich metallische Schichten (4, 7) offenbart, vgl. Ab-
schnitte [0031] und [0036].

Daher sind die jeweiligen Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag unzu-

lassig erweitert.

Die Patentanspriche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind daher nicht gewéhrbar
(8 38 (2)) PatG).

3) Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag fallen auch
die zugehorigen Unteranspriche 2 bis 12, vgl. BGH GRUR 2008, 862 - "Informati-

onsubermittlungsverfahren II".



4) Daher musste die Beschwerde zurtickgewiesen werden.

Dr. Tauchert Lokys Dr. Hock

Maile

Pr
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Beschluss





In der Beschwerdesache





…




















betreffend die Patentanmeldung 103 30 063.5-33





hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vor­sitzenden Richters Dr. Tauchert sowie des Richters Lokys, der Richterin Dr. Hock und des Richters Maile



beschlossen:





Die Beschwerde wird zurückgewiesen.





Gründe





I.





Die Patentanmeldung DE 103 30 063.5-33 wurde 3. Juli 2003 mit der Bezeich­nung "Verfahren zur Strukturierung und Integration organischer Schichten unter Schutz" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.





Im Prüfungsverfahren wurde zum Stand der Technik die Druckschrift





D1	US 6 331 356 B1





ermittelt.





Die Anmelderin hat mit ihrer ursprünglichen Anmeldung noch auf die Druckschrif­ten 





D2	WO 99/30432 A1 und


D3	G.H. Gelinck et al. in Applied Physics Letters 2000, Seite 1487 ff.





hingewiesen.





Mit Beschluss vom 25. Februar 2005 (zugestellt am 23. März 2005) hat die Prü­fungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse H01L die Anmel­dung zurückgewiesen, weil der Gegenstand gemäß den damaligen Patentansprü­chen gegenüber der Druckschrift D1 nicht neu sei.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 21. April 2005 - per FAX am gleichen Tag eingegangen. Mit der Beschwerde reicht die Beschwerdeführerin neue Patentansprüche 1 bis 12 gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag ein.





Zur mündlichen Verhandlung am 30. Juli 2009 ist die ordnungsgemäß geladene Beschwerdeführerin, wie mit Schriftsatz vom 27. Juli 2009 angekündigt, nicht er­schienen.





Schriftsätzlich beantragt die Beschwerdeführerin mit ihrem Beschwerdeschriftsatz,





	den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01L des Deutschen Patent- und Markenamts vom 25. Februar 2005 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:





Patentansprüche 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. April 2005, ursprüngliche Beschreibungsseiten 1 bis 12 und ursprüngliche 1 Blatt Zeichnungen, 5 Figuren.





Hilfsweise beantragt sie, 





das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:





Patentansprüche 1 bis 12, eingereicht mit Schriftsatz vom 21. April 2005, ursprüngliche Beschreibungsseiten 1 bis 12 und ursprüngliche 1 Blatt Zeichnungen, 5 Figuren.





Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:



"1.	Verfahren zum elektrischen integrierenden Verbinden von glei­chen oder verschiedenen organischen Bauelementen einer orga­nischen Schaltung, wobei eine organische, elektrisch isolierende Schicht (3) strukturiert wird, mit folgenden Schritten:


-	Aufbringen einer strukturierten ersten anorganischen Schicht (4) auf die unstrukturierte organische elektrisch isolie­rende Schicht (3), wobei die strukturierte erste anorganische Schicht (4) als eine Maske für die Strukturierung der unstruk­turierten organischen elektrisch isolierenden Schicht (3) dient;


-	Strukturieren der unstrukturierten organischen elektrisch isolie­renden Schicht (3) unter Verwendung der Maske, um eine strukturierte organische elektrisch isolierende Schicht (3) zu erhalten, die zumindest eine Öffnung (6) in Übereinstim­mung mit der Maske aufweist;


-	gegebenenfalls Entfernen der strukturierten ersten anorgani­schen Schicht (4);


-	Aufbringen einer elektrisch leitfähigen zweiten anorganischen Schicht (7) auf die strukturierte erste anorganische Schicht (4) oder die strukturierte organische, elektrisch isolierende Schicht (3), wobei die mindestens eine Öffnung 6) mit Sub­stanz der zweiten anorganischen Schicht (7) gefüllt wird, wo­bei eine elektrische Verbindung zwischen zwei Bauelementen ausgebildet wird; und


-	Strukturieren der zweiten anorganischen Schicht (7)."





Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lediglich dadurch, dass im Merkmal zum zweiten Spiegel­strich hinter "Strukturieren der unstrukturierten organischen elektrisch isolierenden Schicht (3)" der Relativsatz



", welche an eine weitere organische Schicht der organischen Bauelemente angrenzt,"





eingefügt wurde.





Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 12 gemäß Haupt- und Hilfsantrag und weite­rer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.





II





1)	Ausweislich der Beschreibung betrifft die vorliegende Anmeldung ein Verfah­ren zur Integration und zur elektrischen integrierenden Verbindung von gleichen oder verschiedenen organischen Bauelementen. Insbesondere betrifft sie ein Verfahren zur Strukturierung von organischen funktionellen Schichten, vorzugs­weise von organischen Isolatorschichten unter Schutz, d. h. ohne die Gefahr des Angreifens oder Anlösens der organischen Schicht, vgl. Abschnitt [0001].





Organische integrierte Schaltkreise, die auf organischen Werkstoffen bzw. poly­meren elektrischen Werkstoffen basieren, eignen sich für eine wirtschaftliche Her­stellung von elektrischen und elektronischen Schaltungen in Massenanwendungen und Wegwerf-Produkten aber auch von hochwertigen Produkten, wie die Ansteue­rung von organischen Displays, vgl. Abschnitt [0002].





Schaltungen auf Basis organischer Werkstoffe können hierzu die verschiedensten organischen Bauteile umfassen, wie Transistoren, Dioden, Detektoren, Konden­satoren und Widerstände. Die Integration mehrerer dieser Bauteile zu einer orga­nischen Schaltung bzw. zu einem organischen integrierten Schaltkreis wirft aller­dings prinzipielle Probleme auf, die bisher nicht befriedigend gelöst worden sind, vgl. Abschnitt [0003].



Dieses Problem ist ersichtlich, wenn man eine Kontaktierung einer Gate-Elektrode eines ersten organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) mit der Source-Elektrode eines zweiten organischen Feldeffekt-Transistors in Betracht zieht. Hierzu müssen organische Isolatorschichten strukturiert werden, ohne dabei unterhalb befindliche Schichten zu verändern oder zu beschädigen. Die Verwendung von herkömmli­cher Photolithographie, die zur Strukturierung von anorganischen Materialien ent­wickelt wurde und eingesetzt wird, ist nur sehr eingeschränkt möglich, weil die für die Photolithographie verwendeten Substanzen und Chemikalien üblicherweise die organischen Schichten angreifen bzw. lösen, so dass deren Eigenschaften nachteilig beeinflusst werden oder sogar zerstört werden. Dies geschieht insbe­sondere beim Aufschleudern, Entwickeln und Ablösen des bei Photolithographie verwendeten Photolacks, vgl. Abschnitt [0005].





Daher liegt der vorliegenden Anmeldung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, das es ermöglicht, organische Schichten, insbesondere Isolatorschichten, zu strukturieren, ohne dabei diese Schichten oder weitere Schichten zu schädigen; eine weitere Aufgabe der Anmeldung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, das es ermöglicht, elektrische Verbindungen, insbeson­dere vertikale elektrische Verbindungen, zwischen verschiedenen organische Bauteilen einer organischen Schaltung zu erzeugen, insbesondere elektrische Verbindungen zwischen organischen Transistoren einer organischen Schaltung zu erzeugen; eine weitere Aufgabe der Anmeldung ist es, ein Verfahren bereitzustel­len, das es ermöglicht, verschiedene organische Bauteile in eine organische Schaltung monolithisch zu integrieren, vgl. Abschnitte [0008] bis [0010].





Diese Teilaufgaben werden jeweils durch die Patentansprüche 1, 8 und 11 gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag gelöst.





Bei den Lehren der jeweiligen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag kommt es wesentlich darauf an, dass die organische Isolatorschicht (3) mittels ei­ner Öffnung (5) in der anorganischen Schicht (4) strukturiert und anschließend Teile der organischen Isolatorschicht (3) abgetragen werden, um die vertiefte Öff­nung (6) mit der weiteren anorganischen Schicht (7) aufzufüllen.





2)	Das Merkmal zum vierten Spiegelstrich des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag, dem zufolge eine elektrisch leitfähige zweite anorganische Schicht (7) auf die vorher behandelten organischen Bauelemente aufgebracht wird, ist ursprünglich nicht offenbart, weil durch diese Fassung auch ursprünglich nicht offenbarte ITO-Schichten oder dotierte Poly-Siliziumschichten mitumfasst sind. Ursprünglich sind lediglich metallische Schichten (4, 7) offenbart, vgl. Ab­schnitte [0031] und [0036].





Daher sind die jeweiligen Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag unzu­lässig erweitert.





Die Patentansprüche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind daher nicht gewährbar (§ 38 (2)) PatG).





3)	Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag fallen auch die zugehörigen Unteransprüche 2 bis 12, vgl. BGH GRUR 2008, 862 - "Informati­onsübermittlungsverfahren II".



4)	Daher musste die Beschwerde zurückgewiesen werden.








Dr. Tauchert


Lokys


Dr. Hock


Maile





Pr
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